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достигая при этом значения 102 нА и 26 нА при солнечной и тепловой генерации 

соответственно. Далее до 61°С наблюдается уменьшение тока до 7 нА и 0.6 нА, 

соответственно. При температурах 70-75°С ток практически отсутствует.  

Выяснение механизмов генерации ЭДС и тока при фототермо-вольтаическом эффекте, а 

также в темноте при солнечном нагреве требует дальнейших исследований и накопления 

дополнительных экспериментальных результатов. При этом необходимо будет учитывать 

варизонный характер исследуемой структуры, а также инерционность генерационно-

рекомбинационных процессов с участием глубоких примесных центров.  

Работа посвящается академику АН РУз М.С. Саидову. 
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В настоящее время для получения термо- и фоторезисторов широко используется 

компенсированный кремний легированный различными примесями, создающими глубокие 

энергетические уровни в запрещенной зоне [1-5]. В данной работе получение 

компенсированного кремния решается методом ядерной трансмутации, (путем облучения 

нейтронами), которая дает возможность целенаправленно изменять электрофизические 

параметры кремния [4]. Применение радиационных методов в технологических целях 

позволяет управлять составом образующихся дефектов. В работе для термодиффузионного 

легирования был выбран примесь теллур, который создает в кремнии глубокие уровни с 

амфотерным свойством [1,5]. Известно, что при радиационной обработке в объеме кремния 

формируются компенсирующие радиационные дефекты и степень компенсации кристалла 

определяется исходной концентрацией носителей заряда и флюенсом облучения [4]. 

Установлено, что в образцах, параметры которых определены методом Холла, при 

освещении различными интенсивностями, удельные сопротивления увеличиваются на 160-

180 Ом*см, концентрации носителей заряда при освещении красным светом уменьшается, а 

при освещении синим и зеленым цветами – увеличивается. Увеличение удельного 

сопротивления необлученных образцов можно объяснить влиянием электрически не-

активных соединений теллура и кислорода на движения электронов, не участвующих в 

электропроводности материала. Известно, что при нейтронного трансмутации образцов 
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кремния, легированного теллуром, от изотопа 30Si образуется стабильный изотоп Р31 и 

нестабильные изотопы от четных стабильных изотопов теллура (120Te, 122Te,124Te,126Te). А 

взаимодействие нечетного изотопа 123Te с высокоэнергетическими нейтронами приводить к 

образованию стабильного изотопа сурьмы Sb. После нейтронного облучения радиоактивные 

изотопы теллура, из-за короткого времени полураспада (4 дня), образцы Si<Te> становится 

нерадиоактивным и могут быть использованы как высокоомные образцы для получения 

терморезисторов или фоторезисторов с высокой чувствительности [5,6]. 

Таким образом, показано влияние диффундированной примеси Te на изменения 

основных электрофизических параметров легированного кремния и определено, при 

воздействии нейтронов основное значение имеет ядерная трансмутации изотопа 123Te в изотоп 

Sb. 
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Аннотация: В этом исследовании изучаются эффекты усиленных фотонов в теллуре с 

упором на контролируемую передачу импульсных фотонов в электронную подсистему. 

Экспериментальные данные, как сообщается в, теоретически интерпретируются в. 

Теоретические интерпретации учитывают как квадратичные, так и линейные вклады в 

эффективный гамильтониан в приближении сферически-симметричной зоны, как 

обсуждалось в. 
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